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カーボンナノチューブ薄膜トランジスタ(CNT-TFT)

は高い移動度と機械的柔軟性を備え、フレキシブルエ

レクトロニクスへの応用が期待されている[1, 2]。一方

で、大気中の水や酸素に起因するヒステリシス[3, 4]や

電流ドリフトなどの不安定性が生ずることが知られ

ている。素子安定化のためには高温でベーキングし、

吸着分子を除去することが望ましいが、柔軟な基板を

用いた場合、ベーキング温度に限界がある。これまで

に、我々は Si基板上に作製した素子において Parylene-

C を用いて表面保護を行い、ベーキングすることによ

りヒステリシスの低減が可能であることを明らかに

している。これを踏まえ、本研究では、比較的高温で

使用可能なポリイミドフィルムを基板として導入し、

柔軟性を有する素子においてヒステリシスの低減を

狙った。 

Fig. 1 に作製したボトムゲート型のフレキシブル

CNT-TFT の構造と写真を示す。チャネルには半導体

CNT を、基板には透明なポリイミド（三井化学

ECRIOS®  VICT-Bnp）を使用した。ゲート絶縁膜は原

子層堆積法(ALD)により成膜した Al2O3 (40 nm)である。

保護膜としてParylene-C (1 m)を堆積した後、180, 200, 

250, 300 Cでそれぞれ 30 min のベーキングを行なっ

た。チャネル長とチャネル幅はともに 100 µmである。 

 Fig. 2 は、保護膜形成前および形成後（ベーキング

温度：300 C）におけるドレイン電流(ID)-ゲート電圧

(VGS)特性である。ヒステリシスは、ゲート掃引幅が 4 

V のとき、ベーキングによって 0.55 Vから 0.003 V に

低減し、ヒステリシスフリーのフレキシブル CNT-TFT

が得られている。なお、ゲート電圧の掃引幅を 6 V ま

で増加すると、ヒステリシスの急激な増加が観測され、

これは CNT からゲート絶縁膜へのホットキャリア注

入によるものと考えられる。 
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Fig. 1 Schematic structure and photograph of device. 

 

Fig. 2 ID-VGS Characteristics. 
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